
授賞式一覧・受賞記念講演（業績賞）

第17回応用物理学会業績賞（研究業績）受賞記念講演

受賞者 ：山西 正道（浜松ホトニクス）
タイトル：波動関数制御光デバイスの基礎研究と開発研究

日時：3月16日（木）13:45～14:30
会場：F204

山西正道氏は，1982年に「半導体量子井戸構造の電界効果による波動関数制御」の新概念を提唱し，超高速
光スイッチング等，量子閉じ込めシュタルク効果を用いた光デバイスの新分野を切り開いた．さらに山西氏は，
米国で1994年に提案・実現された量子カスケードレーザに関し，提唱した概念をベースとした新しいポンプ
過程(間接注入励起:Indirect Pumping)を提案，導入することなどで飛躍的な特性改善につなげ，実用化に大き
く貢献した．

半導体レーザの分野では量子井戸構造の導入が1980年頃から検討され多くのグループから研究成果が報告さ
れてきたが，その大部分は閾値低減・温度特性の安定化などレーザの基本特性の改善に関するものであった．
その中で，山西氏は，量子井戸構造を用いた電界による波動関数制御という新しい概念を提唱し，発光制御に
おいて通常の半導体素子のキャリアの緩和時間（再結合寿命時間）制限のもとでは到達不可能な高速光変調が
可能になることを実証した．後に量子閉じ込めシュタルク効果と名付けられる同概念を利用した光デバイスは，
吸収変化を利用した光変調器集積レーザが比較的短距離の通信で標準的な光源として，屈折率変化を利用した
光変調器が近年コヒーレント伝送用の小型送信器として実用化されているのみならず，光集積回路に用いる主
要部品としての光スイッチとしても利用され，半導体光集積回路研究の進展に大きく貢献している．

山西氏は，大学を退職後は光素子の製造メーカに移り，量子カスケードレーザの研究と開発を推進，電界で
波動関数を制御する概念を踏まえた独創的なIndirect Pumpingという利得を増加し損失を低減する注入手法を提案し，長波長の15μm帯で
閾値電流の温度変化が小さい（特性温度450K）量子カスケードレーザや，波長8μm帯量子カスケードレーザで特性温度が750Kといかなる
半導体レーザと比べてもはるかに高い値を実現するとともに，量子カスケードレーザの実用化にも寄与し現在に至っている．また，
Indirect Pumpingは国内外のTHz帯の量子カスケードレーザの研究にも大きなインパクトを与えている．さらに、量子カスケードレーザは
本質的に発光スペクトル線幅を非常に狭くすることができることを理論的に指摘して実証するとともに，1/f雑音の大幅な抑圧にも成功，環
境評価モニタ・分光分析用光源，またセキュリティ応用などが期待されている．同氏の一連の研究は，半導体量子光学の発展に寄与すると
ともに，産業応用上も極めて重要な意味をもつ．これらの基礎から応用にかけての卓越した業績は，応用物理学会業績賞（研究業績）とし
て真に相応しいものである．当日は「波動関数制御光デバイスの基礎研究と開発研究」の題目で講演いただく．

授賞式一覧 日にち：2017年3月14日(火) 会場：418

第41回応用物理学会「講演奨励賞」贈呈式（公開） 11：00～11：30

Exhibition Award贈呈式 11：30～11：40

応用物理学会業績賞授賞式
応用物理学会研究分野業績賞授賞式

17：00～18：15

第17回応用物理学会業績賞（研究業績）受賞記念講演

受賞者 ：都甲 潔（九州大学）
タイトル：生体を模倣した味覚・嗅覚センサーの先駆的研
究と実用化

日時：3月16日（木）14:50～15:35
会場：MH（メインホール）

都甲潔氏は，世界で初めて味覚を計測する電子デバイスの開発に成功し，この独創的な基礎研究を嗅覚に
まで拡大し推進した．加えて，大学発ベンチャーを起業し，「味認識装置」を商品化して味覚センサー市場
を新たに創出し，現在も順調に市場拡大している．
都甲氏は，舌の味覚受容体細胞の生体膜を模倣した脂質/高分子からなる複数種の人工膜を用い，味覚を生じ
させる化学物質と種々人工膜との相互作用を電位差に変換し，情報処理工学と融合させ，うま味を含む味覚
(5味)に対応したセンサーを開発し，それまで官能評価しか存在しなかった味覚の世界に，「味の質と強度」
の尺度を持ち込むことに成功した．この1990年頃からの先駆的な味覚センサーの研究は，90年後半には
Electronic Tonguesと呼ばれる研究領域として欧州を中心に世界中に広まったが，それらの研究では何れも
味覚の分類はできても味そのものを定量化する試みは少なく，氏の研究はその観点に注力した点で独創性に
優れている．

この研究成果をもとに2002年に九大発ベンチャーであるインテリジェントセンサーテクノロジー社を創設
し，50件を超える特許をもとに「味認識装置」を実用化した．これまでに国内外の400を超える食品，医薬
品などのメーカーや流通業，大学等に導入されており，味覚に係る多様なニーズ，例えばコンビニやスーパー
における地域ごとのプライベート商品開発，食品や医薬製造ラインの品質管理，医薬品の味覚改善など様々な
分野に活用されている．

味覚に加え，感性バイオセンサー開発の一環として嗅覚センサーの研究・開発も行い，ppb以下の濃度を検出可能といわれる犬の鼻を超
える pptレベルの超高感度匂い検出器：Electronic Dog Noseの開発に成功した．これは，高選択な抗原抗体反応と，高感度な表面プラズモ
ン共鳴を組み合わせたセンサーで，セキュリティーや環境などの安全・安心分野の応用展開へ期待が高まっている．

これらの都甲氏の研究成果は，有機分子・バイオエレクトロニクスを中心とした応用物理学の発展への多大な貢献とともに，味覚・嗅覚
などの感性領域への客観的な物差しの創出導入により，食品，医薬品，環境，流通など広範囲な産業分野への貢献と波及効果をもたらし，
今後の展開への期待も大きい．都甲氏の卓越した業績は応用物理学会業績賞（研究業績）として真に相応しいものである．当日は「生体を
模倣した味覚・嗅覚センサーの先駆的研究と実用化」の題目で講演いただく．



受賞記念講演（宅間賞・赤﨑賞・小舘賞）

第18回光・量子エレクトロニクス業績賞（宅間宏賞）受賞記念講演

3月16日（木） 13:15~13:45 311 パワーレーザーによるプラズマフォトニク
スの開拓

兒玉 了祐(阪大)

第7回化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤﨑勇賞）受賞記念講演

3月15日（火） 15:30~16:00 E205 化合物半導体ナノ構造形成法の先駆的研究
とそのナノエレクトロニクスへの展開

福井 孝志(北大)

第7回女性研究者研究業績・人材育成賞（小舘香椎子賞）受賞記念講演

3月14日（火） 13:30~14:00 419 遷移金属酸化物の電荷移動界面に発現する
強磁性の起源

北村 未歩(高エネ研)

3月15日（水） 13:30~14:00 F204 ワイドバンドギャップ半導体結晶の欠陥評
価法に関する研究

⽯川 由加里(JFCC)

3月17日（金） 10:45~11:15 B5 光学デバイス開発へ向けた半導体結晶の欠
陥制御の研究

富永 依里子(広島大)

3月17日（金） 13:45~14:15 301 SiCトレンチMOSFETの低オン抵抗化に向
けたゲート絶縁膜プロセスの研究

有吉 恵子(東芝)

開催日 時間 会場 講演タイトル 講演者（所属）

3/15(水) 13:15～13:45 422
Electron Affinities and Band Offsets of Semiconductors and

Insulators, and their use in Electronic Devices

John Robertson

(Cambridge University)

■フォトニクス奨励賞受賞記念講演

開催日 時間 会場 講演タイトル 講演者（所属）

3/15(水) 13:30～13:45 E205 波長切替可能な狭帯域熱輻射光源の開発と展望 井上 卓也（京大・K-CONNEX）

■薄膜・表面物理分科会論文賞・奨励賞受賞記念講演

開催日 時間 会場 講演タイトル 講演者（所属）

3/16(木) 13:45～14:00 B6
酸化グラフェン薄膜からの高結晶性グラフェン形成とそのバンド伝

導
根岸 良太（阪大）

3/17(金) 10:45～11:00 419
Fe3-xTixO4半導体薄膜におけるキャリア極性制御とスピングラス挙

動
山原 弘靖（東大）

■第8回シリコンテクノロジー分科会論文賞・奨励賞受賞記念講演

開催日 時間 会場 講演タイトル 講演者（所属）

3/16(木) 9:15～9:45 412
金属/Ge 界面のショットキー障壁高さの制御に向けたフェルミレベ

ルピンニングの再考
西村 知紀（東大）

3/16(木) 9:45～10:15 412

Prediction of plasma-induced damage distribution during

silicon nitride etching using advanced three-dimensional

voxel model

久保井 信行（ソニーセミコンダ

クタソリューションズ）

3/16(木) 10:15～10:30 412
Laminated Mo/C Electrodes for 4H-SiC Schottky Barrier

Diodes with Ideal Interface Characteristics
鈴木 智之（東工大）

分科会 受賞記念講演



講演奨励賞とは、講演奨励賞とは優秀な一般講演論文を発表した若手会員に与えられる賞です。受賞者は次に行われる講

演会で記念講演を行うことができます。

講演奨励賞とは？？

講演奨励賞は講演件数の1％を目安に与えられる名誉ある賞です。

第41回（2016年秋季）応用物理学会講演奨励賞 受賞記念講演

開催日 時間 会場 中分類分科名・講演タイトル・所属・著者

2.1　放射線物理一般・検出器基礎

タリウム系塩化物結晶シンチレータの研究

〇佐伯 啓一郎1, 藤本 裕1, 越水 正典1, 柳田 健之2, 中内 大介2, 浅井 圭介1、1.東北大院工, 2.奈良先端大

3.3　情報フォトニクス・画像工学

ディジタルホログラム技術を用いた複素振幅データ記録ホログラフィックメモリ

〇信川 輝吉1, 野村 孝徳1、1.和歌山大院システム工

3.7　レーザープロセシング

フェムト秒レーザーによるシリコン表面へのプラズモニック近接場の励起とアブレーション形状変化の観測

〇萩谷 将人1, 宮地 悟代1、1.東京農工大

6.2　カーボン系薄膜

単結晶ダイヤモンド超伝導量子干渉計

〇露崎 活人1, 蔭浦 泰資1, 日出幸 昌邦1, 大里 啓孝2, 津谷 大樹2, 笹間 陽介2, 山口 尚秀2,

 高野 義彦2, 立木 実2, 大井 修一2, 平田 和人2, 有沢 俊一2, 川原田 洋1, 3、

1.早大理工, 2.物材機構, 3.早大材研

9.1　誘電材料・誘電体

低温プロセスによる導電体/絶縁体ファインコンポジットの開発

〇上野 慎太郎1, 服部 優哉1, 垣内 博行1, 中島 光一2, 和田 智志1、1.山梨大院, 2.茨城大院

15.1　バルク結晶成長

溶液媒介相転移による医薬化合物アセトアミノフェンの準安定形成長（Ⅱ）

〇藤本 吏輝1, 森 陽一朗2, 高橋 義典2, 3, 丸山 美帆子2, 吉川 洋史2, 4, 岡田 詩乃3, 安達 宏昭2, 3, 杉山 成5,

 高野 和文3, 6, 村上 聡3, 7, 松村 浩由3, 8, 井上 豪2, 3, 塚本 勝男2, 9, 吉村 政志2, 森 勇介2, 3、

1.阪大工, 2.阪大院工, 3.株式会社 創晶, 4.埼玉大院理工, 5.阪大院理, 6.京府大院生命環境,

7.東工大院生命理工, 8.立命館大生命科学, 9.東北大院理

15.5　IV族結晶，IV-IV族混晶

水中パルスレーザアニールを用いた多結晶Ge1-xSnxへの高濃度ドーピング

〇高橋 恒太1, 2, 黒澤 昌志1, 3, 池上 浩4, 坂下 満男1, 中塚 理1, 財満 鎭明1, 5、

1.名大院工, 2.学振特別研究員, 3.JSTさきがけ, 4.九大院シス情ギガフォトン共同部門, 5.名大未来研

21.1　合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」

デバイス化に向けたSiドープα-Ga2O3薄膜の作製

〇内田 貴之1, 神野 莉衣奈1, 竹本 柊1, 金子 健太郎1, 藤田 静雄1、1.京大院工

3.5レーザー装置・材料,3.14光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション

磁気ドメインを利用した薄膜Qスイッチレーザーの開発

〇後藤 太一1, 2, 森本 凌平1, プリチャード ジョン3, 高木 宏幸1, 中村 雄一1,

リム パンボイ1, 内田 裕久1, ミナ マニ3, 平等 拓範4, 井上 光輝1、

1.豊橋技科大, 2.JST さきがけ, 3.アイオワ州立大, 4.分子研

6.4　薄膜新材料

鉄クラスターを含有するアモルファスケイ酸塩薄膜の磁気的性質

〇中塚 祐子1, Pollok Kilian2, Langenhorst Falko2, Wondraczek Lothar2,

 村井 俊介1, 藤田 晃司1, 田中 勝久1、1.京大院工, 2.イエナ大

8.2　プラズマ診断・計測

軟X線光源用多価電離プラズマの協同トムソン散乱計測

〇佐藤 祐太1, 江口 寿明1, 築山 昌一1, 深田 来夢1, 富田 健太郎1, 内野 喜一郎1、1.九大総理工

9.4　熱電変換

ジントル相熱電変換材料n型Mg3Sb2における欠陥化学と等方的伝導ネットワークの形成

〇玉置 洋正1, 佐藤 弘樹1, 菅野 勉1、1.パナソニック

10.1,10.2,10.3,10.4コードシェアセッション「新規スピン操作方法および関連現象」

イットリウム鉄ガーネットを用いたΨ型干渉器によるスピン波多数決回路

〇金澤 直輝1, 後藤 太一1, 2, 高木 宏幸1, 中村 雄一1, ロス キャロライン3,グラノフスキー アレクサンダー4,

関口 康爾2, 5, 内田 裕久1, 井上 光輝1、

1.豊橋技科大, 2.JSTさきがけ, 3.マサチューセッツ工科大, 4.モスクワ大, 5.慶応大

11.5　接合，回路作製プロセスおよびデジタル応用

磁性体を用いた単一磁束量子ルックアップテーブルの高速動作実証

〇谷口 壮耶1, 2, 伊藤 大1, 栗原 卓也1, 田中 雅光1, 赤池 宏之1, 藤巻 朗1、1.名大院工, 2.学振特別研究員

12.2　評価・基礎物性

三次元走査型力顕微鏡を用いたハードディスク用潤滑層の分子スケール3次元吸着構造解析

〇宮澤 佳甫1, 中嶋 脩貴1, 豊田 真理子1, 相方 良介2, 清水 豪2, 福間 剛士1, 3、1.金大院, 2.（株）MORESCO, 3.ACT-C

12.4　有機EL・トランジスタ

層間フラストレーションを用いた大面積単一分子層有機半導体超薄膜の作製と薄膜トランジスタへの応用

〇荒井 俊人1, 2, 井上 悟2, 3, 浜井 貴将1, 2, 峯廻 洋美2, 熊井 玲児4, 長谷川 達生1, 2、

1.東大院工, 2.産総研 FLEC, 3.日本化薬, 4.高エネ研

15.6　IV族系化合物（SiC）

4H-SiCエピタキシャル層中におけるショックレー型積層欠陥と基底面転位構造の関係

〇飯島 彬文1, 須田 淳1, 木本 恒暢1、1.京都大学工学研究科

17.1　カーボンナノチューブ，他のナノカーボン材料

単層カーボンナノチューブ内包水の相転移

〇加藤 高士1, 吉野 数基1, 齋藤 裕太1, 千足 昇平2, 本間 芳和1、1.東理大理, 2.東大工

22.1　合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」

フォノニック結晶導波路における時間領域フォノンパルス圧縮

〇黒子 めぐみ1, 2, 畑中 大樹1, 小野満 恒二1, 山口 浩司1, 2、1.NTT物性研, 2.東北大院理
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第41回（2016年秋季）応用物理学会講演奨励賞 受賞記念講演

日時：3月14日(火) 11:00～11:30 場所：418 ※どなたでもご参加いただけます。

大分類分科 氏名 所属 大分類分科 氏名 所属

1応用物理学一般 天野 みなみ 産総研 11超伝導 谷口 壮耶 名大院

2放射線 佐伯 啓一郎 東北大 丹生 隆 東工大

生田 拓也 NTT物性研 宮澤 佳甫 金大

横山 喬大 物材機構 松井 一真 日立

後藤 太一 豊橋技科大 荒井 俊人 東大

韓 在勲 東大 横田 知之 東大

萩谷 将人 農工大 高部 涼太 筑波大

信川 輝吉 和歌山大 永冨 雄太 九大

4JSAP-OSA Joint Symposia

2016
加藤 遼 Osaka Univ. 當間 拓矢 九大

中塚 祐子 京大 岡本 隼人 九大

苅谷 健人 大阪府立大 藤本 吏輝 阪大

露崎 活人 早大 飯島 彬文 京大

7ビーム応用 枝 真住 宇都宮大 高橋 恒太 名大

佐藤 祐太 九大 16非晶質・微結晶

鈴木 陽香 名大 加藤 高士 東理大

上野 慎太郎 山梨大 鈴木 弘朗 東北大

玉置 洋正 パナソニック 合同セッションＫ 内田 貴之 京大

10スピントロニクス・

マグネティクス
金澤 直輝 豊橋技科大 合同セッションM 黒子 めぐみ NTT物性研

該当なし

17ナノカーボン

15結晶工学

13半導体

12有機分子・

バイオエレクトロニクス

9応用物性

8プラズマエレクトロニクス

6薄膜・表面

3光・フォトニクス

開催日 時間 会場 中分類分科名・講演タイトル・所属・著者

1.5　計測技術・計測標準

多種ガス中微量水分の一次標準の開発に関する研究

〇天野 みなみ1, 阿部 恒1、1.産総研

3.13 半導体光デバイス,3.15シリコンフォトニクスのコードシェアセッション

貼り合わせ法を用いた高性能InGaAsP/Si hybrid MOS型光変調器

〇韓 在勲1, 2, 高木 信一1, 竹中 充1、1.東大院工, 2.学振DC1

6.1　強誘電体薄膜

走査型プローブ顕微鏡によるBiFeO3薄膜の正圧電応答の定量的解析

〇苅谷 健人1, 吉村 武1, 藤村 紀文1、1.阪府大院工

12.3　機能材料・萌芽的デバイス

有機光デバイスを用いたフレキシブル血中酸素濃度計

〇横田 知之1, ザーラー ピーター1, カルテンブルーナー マーティン1, 甚野 裕明1, 松久 直司1,

 北之迫 浩輝1, 立花 勇太郎1, 雪田 和歌子1, 小泉 真里1, 染谷 隆夫1、1.東大工

12.6　ナノバイオテクノロジー

振幅変調型原子間力顕微鏡を用いた分子認識サイトの高速ナノスケールイメージング

〇丹生 隆1, 前川 達洋1, SUTHIWANICH Kasinan1, 林 智広1, 2、1.東工大物質理工, 2.理研

13.2　探索的材料物性・基礎物性

Ba/Siフラックス比を変えて作製したSi(111)基板上undoped n-BaSi2エピタキシャル膜の評価

〇高部 涼太1, 谷内 卓1, 都甲 薫1, 末益 崇1、1.筑波大学

13.3　絶縁膜技術

ゲートスタック中へのAl 導入によるGe p-MOSFET の移動度向上機構

〇永冨 雄太1, 織田 知輝1, 坂口 大成1, 山本 圭介1, 王 冬1, 中島 寛1、1.九大

17.2　グラフェン

架橋グラフェンナノリボンアレイのウェハースケール高集積化合成と光電子デバイス応用

〇鈴木 弘朗1, 金子 俊郎1, 澁田 靖2, 大野 宗一3, 前川 侑毅2, 加藤 俊顕1、1.東北大院工, 2.東大院工, 3.北大院工

S11　薄膜・多層膜の界面イメージング

X線反射率法によるミクロ相分離単分子膜の構造解析

〇枝 真住1, 奈須野 恵理1, 加藤 紀弘1, 飯村 兼一1、1.宇都宮大院工

3.10　光量子物理・技術

高次元Time-bin量子もつれ状態の長距離配送実験

〇生田 拓也1, 武居 弘樹1、1.NTT物性研

8.1　プラズマ生成・制御

マイクロ波励起メートル級大気圧プラズマの生成とその特性

〇鈴木 陽香1, 田村 宥人1, 猪俣 弥雄起1, 関根 誠1, 堀 勝1, 豊田 浩孝1、1.名大

13.4　Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術

F2レーザー堆積法による低誘電率ナノポーラスSiO2膜の形成

〇當間 拓矢1, 諏訪 輝1, 2, 谷山 大地1, 中村 大輔1, 池上 浩1, 2、1.九大, 2.九大ギガフォトン共同部門

13.4　Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術

非晶質Zr-Ge-N層上への金属堆積による低抵抗Geコンタクトの形成

〇岡本 隼人1, 山本 圭介1, 王 冬1, 中島 寛2、

1.九大・大学院総合理工学府/研究院, 2.九大・グローバルイノベーションセンター
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16:00～16:15
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